Die Konstruktion von Feldeffekt-
Transistoren

4.1.

Konstruktion eines doppeldiffun-
dierten Sperrschicht-FET (JFET)

Bild 4.1 zeigt die Konstruktion und die
Details der Geometrie eines doppeldif-

fundierten Silizium-P-Kanal-JFET. Das
Ausgangsmaterial ist eine schwach do-
tierte N-Typ-Siliziumscheibe (slice),
die zwei aufeinanderfolgenden Diffusi-
onen unterworfen wird. Die erste Dif-
fusion ist eine P-Typ-Diffusion mit et-
was hoherer Anfangskonzentration ge-
geniiber der urspriinglich einheitlichen
N-Typ-Dotierung des Siliziumkristalls.

Source

7 7 Kanalbereich -+ -
S S (vergroert)

Gate-Kontakt auf
metallischen Anschluff
Drain (oder  legiert

Source) -Kontakt

Al )

Gate 1

+Akliver Kanal-
bereich

N-Typ-Diffusion
Kontakt ;
(metallisch) Ez}usmi ag,"ﬂ f;g e=r e&c]ito
Kanal -
P-Typ -lhffus“ LRSS SRR §
| A WL e L A E e R PRSI |
Gate 2
(N-Typ-Siliziumscheibe)

Querschnitt A-A

Bild 4.1
Konstruktion eines planaren Sperrschicht-FET
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Bild 4.2
Diffusionsprofile eines planaren Sperrschicht-
FET

Die zweite Diffusion (N-Typ) ist von
viel hoherer Konzentration als die erste
Diffusion. Die Diffusionsprofile sind in
Bild 4.2 skizziert. Die Raumladungsbe-
reiche in Bild 4.1 zeigen, dafl Gate 1
aufgrund seiner wesentlich stirkeren
Dotierung einen wesentlich grofieren
Steuereinfluf} auf den aktiven Kanal
ausiibt. Gate 1 und 2 sind insofern
miteinander verbunden, als man die
Gate 1-Diffusion weit iiber die Kanal-
linge hinaus eindiffundiert hat.

4.2
JFET-Geometrien

In den Bildern 4.3 und 4.4 sind einige
Geometrien von N- und P-Kanal-JFET
wiedergegeben. Wesentliche, charakte-
ristische elektrische Parameter zu den
abgebildeten Kristallen finden Sie in
Kap. 11, Seite 286. Bild 4.3 zeigt N-
Kanal-JFET-KTristalle, wie sie z.B. bei
den Typen BF 245, BF 256 und

BF 247 verwendet werden. In Bild 4.4

BF 245 (2N 3819)

BF 256 (2N 4416)

BF 247 (2N 4856)

Bild 4.3
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